
研究プロジェクト名： 半導体におけるスピン軌道相互作用とスピンダ
イナミクスに関する研究

概要： 半導体においてスピン自由度を制御するためには有効磁場による電気的制
御が重要な基盤技術となる。その有効磁場の強さを決めるスピン軌道相互作用係
数を精密に制御する手法および想定する手法を確立することで、半導体において電
気的にスピン生成・制御・検出できる技術基盤を構築する
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期待される研究成果： 左図に示すよう
な半導体ナノ構造を用いた磁気輸送測
定や時間分解スピン測定を用いること
で、半導体における有効磁場の強さや
方向を電気的・光学的に検出すること
が可能となる。この基盤技術をもとに、
スピン緩和が織りなす様々な物理を明
らかにする。特に時間領域や空間領域
におけるスピンダイナミクスに注力して
研究を進める。

2018年度 提案書 （Web公開用）



研究プロジェクト名： 半導体におけるスピン軌道相互作用とスピンダ
イナミクスに関する研究

概要： 半導体においてスピン自由度を制御するためには有効磁場による電気的制
御が重要な基盤技術となる。その有効磁場の強さを決めるスピン軌道相互作用係
数を精密に制御する手法および想定する手法を確立することで、半導体において電
気的にスピン生成・制御・検出できる技術基盤を構築する。

作成者： 好田 誠（東北大工）

主要発表論文等： [1] M. Kohda et al., Scientific Reports, 9, 1909 (2019). 

研究成果（実施状況）： InGaAs半導体2
次元電子ガスにおいて、磁気フォーカシ
ング測定を行うことで、スピン軌道ロッ
キングと呼ばれる新たな手法を用いた
スピン制御を実現した。右図のように、
常に有効磁場方向をスピンが向きなが
ら方向制御ができるため、スピン緩和を
抑制しながら高速にスピン制御できる
手法を実証した。
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